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E1l invento se refiere a un método para fabricar
transistores por medio de una sola fase de difudidm.

Los transistores hechos mediante difusidn de
meterial de impureza en ambos lados de un disco semiconduc
tor en una sola fase de difusidén se llamen a veces transis—
tores de difusidén ‘mica. Cuando se fabrica un trensistor de
difusidn Unica, un procedimiento corriente consiste en depo
sitar de antemano un material de impureza, por ejemplo del
tipo N, en ambos lados de un disco de conductividad opues-
ta, por ejemplo del tipo P. 4 continuacidén, mediante técni-
cas selectivas de enmascaramiento y de ataque quimico, se
elimina una parte de la impureza tipo N de un disco, llama-
do superficie frontal. A continuacidn se somete el disco
e una operacidn de calentamiento llamada difusidn penstran-

te, que forma la regidn de emisor a partir de aquella parte

"del material de impureza dejado en la superficie frontal, y

la regidn de colector a partir del material de impureza de-
positado de antemano sobre la superfieie posterior del disco.
Ia regién de base es la parte del aisco que csta situadae
entre la regidn de emisor y la rezidn de colector,

Cuando se han termninado las fzses de trata-
miento del disco, los elementos de transistores individua-
les o dados pueden ser geparados del disco por un medio con
veniente, por ejemplo por ataque quimico o por técnicas de
ranurado y roturz.

Un inconveniente inherente al procedimiento de
la técnica anterior descrito brevemente en lo que antecede,
y en las unidades fecbricadag por dicho procedimiento, con-
siste en que las uniones no terminan en wna superficie Unica.

Es bien conocido que para reducir les fuzes y la deteriora-
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cién resultante de las caracteristicas eléctricas del tran-
sigtor terminado, las uniones del transistor deben ser pagi-
vadas mediante wn revestimiento aislante adecuado. Por
ejemplo, puede utilizarse un oxido formado a alta tempera-
tura., Realizar dicho revestimiento sobre las uniones que

gse terminan en més de una superficie del semiconductor se-
ria extremadamente diffecil y su coste seria muy elevado si

no prohibitivo,
Por tanto un objeto del invento consiste en

proporcionar un método mejorado para la fabricacién de uni-
dades de semiconductor de unidn difusa, en los cunles las
uniones se terminan todas en una sola superficie de la uni-
dad de semiconductor.

Por congiguiente, el invento proporciona un

método para fabricar un transistor que incluye las etapas

‘que consisten en:disponer de un elemento semiconductor dota—

do de une primera capa de un tipo de conductividad y una se-
gunde cape adyacente del tipo de conductividad opuesta, for
mar una capa de mdscara de difusién en la superficie descu~-
bierta de dicha primera capa que tiene en ella un primer agu
jero para definir wna regidn de emisor para wn transistor y
que tiene un segundb agujero anular en ella, alrededor de
dicho primer agujero, para definir el drea y la geometria

de una regién de colector de un transistor, atacar quimica-
mente de manera selectiva el material de dicha primera capa
debajo de dicho segundo agujero en dicha capa de mdscara
para formar una depresidn en forma de hoyuelo debajo de ella,
que se extiende en dicha primera capa a una profundidad pre
determinada, y difusar simultdneamente una impureza de di-

cho tipo de conductividad opuesto en dicha primera capa si-
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multineamente a través de ambos primero y segundo agujeros
de dicha capa de mdscars para formar en dicha primera capa
una regidn de emisor debajo de dicho primer agujero, y uma
porcidn difusa en dicha depresidén en forma de hoyuelo que

ge extiende haste dicha segunde capa y conjuntamente con
dicha segunda capa forma una regidn de colector, constitu-
yendo el material situado entre dicha regidn de emisor y di-
cha regidn de colector la regidn de base de un transistor,

En los dibujos:

Ia figura 1 es wna serie de vistas en seccidn
que ilustran las sucesivas etapas de realizacidn del método
del invento de acuerdo con un modo de realizacidn preferido;

La figura 2 representa una variante de secuen-
cia de realizacién de las fases iniciales de staque quimico
del método;
) Ia figura 3 ilustra las fases del método del
invento utilizando técnicas epitaxiales;

Ia figura 4 es una viste en perspectiva par-
cialmente. abierta d¢e un transistor fabricado de acuerdo con
el invento; y

la figura 5 es un modo de rezlizacidn a tamafio
real de un tipo de transistor fabricado de acuerdo cou el
invento.

BEn el método preferido del invento, una mésca-
ra compussta de didxido de silicio, por ejemplo, se forma tér
micamente en un disco de semiconductor de silicio tipo P.

A& continuzcidn una poreidn centrel del didxido de silicio en
el lado delantero del disco es eliminada por atague quimico
para crear en este lado un orificio de emisor, y se retira

el éxido de toda la cars posterior del disco. 3e forma un
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hoyuslo en el disco alrededor de la regién de emisor, prefe=
rentemente por ataque quimico a través de wn orificio forma-
do en el éxido. EL ataque quimico del hoyuelo puede hacerse
bien entes o bien después de formar en el Gxido la apertura
del emisor, A continuacién se realiza wua fase de pre-depd
sito para depositar una impureza donante en la superficie
dentro del orificlo del emisor, y en la superficie del ho-
yvelo descubierta a través del orificio corrvspondiente, e
igualmente en toda la superficie posterior del disco semi-
conductor, Egto forma capas N+ para el misor y el colector,
e igualmente en la superficie del hoyuelo., & continuacidn
ge lleva a cabo una fase de difusitn pormlentamiento en
horno para que las capas N+ se difusen en el digeo semiconw-
ductor, Ia duracidén y la temperatura de l= fase de calenta-
miento en horno pars la difusidn se controlan de modo que
por difusidn, la regién de emisor N+ se desplace hacia el
interior a partir de la superficie frontal deldisco semi-
conductor en direccidn a la capa de colector N+, la cual se
desplaza también hzcia el interior a partir de la superficie
posterior del éisco. ILa separacidn final entre estas dos
regiones es la anchura de base del transistor.

El método también puede ger llevada la pric-
tica aplicando unz capa epitaxial en un substrato, formando
la capa epitaxial la regidén de base y formando el substrato
parte de la regidn de colector. A continuzcidn se forme
por atague quimico el hoyuelo en la capa epitexial y el emi-

sor y la conexidn desde el hoyuelo hasta el colector, se

" forma por difusidén. Aungque el transistor haya sido deserito

como teniendo una region de base tipo F, es evidente que pue

de utilizarse otro tipo de conductividad.
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Tal y como se representa en la figura 1, se
utiliza un disco semiconductor 10. Este disco es de gili-~
cio tipo P, y su resistividad puede ser del ordcn de 3 Oh~
miog-centimetro., Su espesor puede ser de aproximadamente
0,137 mm (5,5 milésimas). Una plurzlidad de elementos de
transistores pueden ser fabricados simulténeamente en wun dig
co de este tipo. Sin embargo, para mayor claridad, las re-
presentaciones de la figura 1 y de las figuras 2 y 3 repre-
gentan la formacidn de un solo elemento de transistor en una
poreidn del disco.

En la figura 1B se¢ forms une pelicula de did-
xido de silicio 12 en la superficie frontal, y en la super-
ficie posterior se forma una pelicula de dibxido de silicio
14, Bstas peliculas pueden formarse situando el disco 10 en

una atmésfera oxidante dentro de un horno a alta temperatu-

‘ra. Por ejemplo, las peliculas de 0xido pueden ser obteni-

das gsometiendo el disco 10 durante dos horas al contacto coo
vapor y oxigeno a una temperatura de 1.150°C. Ia cape de
didxido de silicio 12 debe utilizarse como mdscare para la
superficie frontal del substrato 10 y 1= capa 14 no se em-—
plea.

Una capa de proteccidn fotogrdfica 13 se sitda
sobre la capa de diéxido de silicio 12 (figura 1B) y esta ca
pa de proteccidn se expone a una luz rica en rayos ultraviole
ta, y a continuacidn se revela fotogrdficemente para obtener
un orificio anular 15 donde debe Fformzrse un hoyuvelo. Su-
cesivamente se situa el disco en wn bafio que conticne un
agente de grabado tal como dcido fluorhidrico que ataca el
dibxide de silicio descubierto por-el orificio 15 y también

la capa de didxido de silicio 14 en 1z jexte rosterior del
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disco., E1 agente de atague quimico elimina el didxido de
silicio en aquellas dreas donde estd descubierto.

Un revestimiento 18 de material resistente al
ataque quimico se aplica 2 continuacidén sobre el lado pos-—
terior del disco (figura 1C). Este puede .e¢r un revesti-
miento de cera que se pulveriza en el lado posterior del
disco bajo la forma de una solucidon de cera y de tricloreti
leno, o, la parte posterior del disco pucde ser sumergida en
cera que ha sido fundida sobre una placa de vidrio. En va-
risnte, el revestimiento 18 puede ser uwma capa de proteccidn
fotografica que se impresiona y que se revela de modo que
resiste al ateque de wn agente guimico,

El disco se sitia a continuacién en una solu-
cién acwosa de un agente de ataque quimico $al como una mez-

cla de deido fluorhidrico, deido nitrico y decido acético.

‘Egste mezcla ataca al disco propiamente dicho en el orificio

15 eliminando el silicio y formando asi un hoyuelo 17 en

el d&isco 10 (figura 1C). A continwacidn se separa la capa

de proteccidn fotografica 13 dé la cara frontal del disco y
se elimina de la parte posterior del disco la cera ¢ el re~
vestimiento de proteccidn fotogrdfico 18.

Se sitta ahora wna capa fresca de agente de
proteccidn fotogrifice en la carzs frontal del disco. Esta
capa de proteccidn fotogrdfica se impresiona selectivamente
¥y se revela pars eliminar el agente de proteccidn fotogréfi—
co de una porcidn central del didxido de silicio. E1 didxi~
do de silicio que queda descubierto en esta porcidn central
es atacado quimicemente utilizando decido fluorhidrico para
formar un orificio de emisor 16 seglm se representa en la fi

gura 1D. A continuacidn se retira la capa de agente de pro-
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teceidn fotogrifico,

A continuacidn el disco se somete a una fase
de pre~-depdsito, que se representa en la figura 1E. Para
esta operacibn, el disco se situia durante 1 hora en un reac
tor a 1.080°%C, en una atmésfera de gas oxiclorurc de fésfo-
ro (P0013) transportado en nitrdgeno. Esto da lugar a la
formacidn de tres regiones finas 21, 22 y 23 de conductivi-
dad negativa fuertemente dopada (N+) en el disco, ILa re-
gién 21 es el emisor, la regidn 22 (en el lado posterior) es
el colector y la regidn 23 en el hoyuelo difusado. El POCl4
es una fuente de fésforo, es decir de impureza donante, ¥y
el fésforo difusa en el disco hasta una profundidad extrema-
demente reducida durante la fase de pre-depdsito. ILa fase
de pre-depdsito es en realidad una combinacidn de depdsito

y de difusibn que proporciona una elevade concentracidn de

"agente donante en las regiones 21, 22 y 23. ILa impureza do-

nante en estas regiones puede ser arrastrada hacia el inte-
rior por una fase de calentamiento de difusidn ulterior con
el objeto de obtener un gradiente de impureza degeado en
las regiones difusas.

Un orificio de base anular 24 puede formarse
a continuacidn en la capa de didxido de silicio 12 (figura
1F) de la misma manera, por ejemplo que la que habia sido
utilizade para la formacidn de la sbertura 16, La abertura
24 puede rodear el orificio de emisor,

L centinuvac.on se coloeca el conjunto en un
horno para un tratemiento térmico, de molo que la difusidn
pueda realizarse (figura 1¥). Por ejemplo, la unidad puede
situarse en un horno durante wn tiempo variabvle entre 20 y

40 horas en oxigeno a 1.250°C. Esta fase de difusidn hace
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que las regiones N+ 23 y 22 se unan conjuntamente.

Igualmente, si se sitdan en el horno wma atmodg
fera que contiene una fuente de impureza del tipo de aceptor,
por ejemplo o6xido de boro (3203), la impureza se difusard en
wa porcidn 26 de la regidn de base 30 y reducirs la resis-
tividad de esta parte. La parte 26 se representa bajo la
forma de una regidn P+ porque presenta unz conductividad mds
elevada que el resto de la regidn de base. Se utiliza uwna
reducida concentracién de Oxido de boro de modo gque las re-
giones N+ 21, 22 y 23 no ze transformen en material +tipo P,
incluso si alguna cantidad de boro difusa en lag regiones N+,
Ia penetracidn de la porcidn P+ 26 en la regidn de base no
es critica ya que su funcidn consiste en mejorar la forma-
cidn del contacto Ohmico con el material semiconductor.

Se observard en la figura 1F que el limite en~
tre la regidn 21 y la rezidn 30 constituye la unidn emisor-
bagse. Ia unidn se extiende hasta la superficie frontal del
disco semiconductor y termina debajo de la capa de 4xido 12.
Ia frontera entre la regidn 22-y la regidn 30 es la unidn de
colector, y esta wmidn es prolongada hasta lo superficie su~
perior por la regidn 23 que también se une a la regidn 30.

Como se ha indicado mds arriba, el orificio 16,
figura 1F, formada en la mdscara de didxido de silicio 12,
define la zona de emisor, y esta zona puede ser metalizada,
segin se representa en la figura 14, para formar un contacto
de emisor 32, De la misma manera, 12 superficie de base de-
finida por el orifiecio 24 (figzura 1F) puede ser metalizada
para formar un contacto de base 34. Idénticamente, la super
ficie posterior del disco puede ser metalizada pare formar

un contacto de colector 36,
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La unidad, segin se representa en la figura 1G
estd montada en un elemento conductor adecuado 38 que pusds
formar parte de un soporte, de acuerdo con la prdctica usual,
Un terminal adecuado 40 puede sujetarse en el contacto de
emisor 32 por téenicas de unidn conocidas. Igualmente, un
terminal 42 puede sujetarse al contucto de base 34 de la
misma manera. EL dispositivo se cierrs herméticamente sol-
dando una tapa sobre una parte del elementou 38, lo que no
ge representa en los dibujos.

Como se ha hecho observar mds arriba, €s COw
rriente fabricar una pluralidad de elementos de trausistor
los unos al lado de log otros en wn solo disco, Al final
del proceso, los diferentes elementos de transistor pueden
ser separados los unos de los otros rompiéndolos en los ho

yuelos 17. E1l disco ha sido debilitado parlos hoyuclos y

*por tanto tenderdn a romperse en estos puntos. Sin embar-

g0, para facilitar todavia mds esta operacidn, el disco pue-
de ser ranurado a lo largo de la parte inferior de los ho-
yuelos particularmente si los'hoyuelos son lineales y g€
corten angularmente los unos respecto a los otros y cons—
tituyen la linea de divisidn entre transistores adyacentes.
Se observard que el ranurado yusde teabién hacerse fuera
del hoyuelo y que el disco pcdird rouperse a lo largo de las
lineas ranuradas; la fuerza de rotura se concentrard en las
lineas ranuradas. En este caszo, el trausistor final in-
cluird el hoyuelo 17 completo en la unidad de semiconduc—
tor.

Se observard también en la figura 1P por ejem~
plo, que la porcidén P+ 26 de la regiln de bzse 30 no se

acerca a la wnidn emisor-base entre la regibn de emisor 21
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y la regién de base 30. Ia base 30 es un material de alta
resistividad. Por consiguiente no existe tendencia a que
la poreidn de resistividad reducida P+ reduzca la tensidn
de disrupcidén de la unidn emisor-base,

La fizura 4 representa, en perspectiva, un ele-
mento de transistor del invento del tipo descrito mds arri
ba. En esta vista puede verse claramente la zona de conh-
tacto de emisor 32'. También se representan claramente las
zonas de conexién de base 34'., Debido a los tamafios relati
vamente pequefios, la porcidén de la capa de didxido de si-
licio 12 entre las zonas de contacto de base y de emisor
estd representada por una simple linea., Ia porcidén de ho-
yuelo parcial 17' y la poreidn 23' del colector (figura 1G)
que llegen hasta la superficie superior del disco estan in
dicadas. ELl elemento conductor 38' corresponde al elemento
conductor 38 de la figura 1G en el cual la zona principal
de la poreidn del colector del elemento de transistor estd
montada para su conduccién eléectrica y térmica. Ia vista
girve para ilustrar el aspecfc de wn elemento de transistor
nontado, en una vista a mayor escala que la que se represen
ta en la seccidn transversal detallada de la figura 1G.

La figura 5 es una vista a tamafio natural de
wn transistor terminado fabricado de acuerdo con el invento,

Ia figura 2 es una vista muy similargla figu-
ra 1, y por tanto no se describird detalladamente, Iog mis~
mos numeros de referencia han sido utilizados en las figu-
ras 1 y 2, salvo cuando existen diferencias., Ia imica dife-
rencia sustancial de la figura 2 consiste en que el orifi-
cio de emisor 16' (figura 2B) se forma antes de abrir el agu

jero 15' para definir el hoyuelo, En la figura 24, el disco
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10 se representa después de que las capas de didxido de si~-
licio 12 y 14, y el revestimiento de proteccién fotogrdfico
13a han sido aplicados, impresionados y revelados para defi
nir un orificio 11. E1 agente de proteccién fotogrifico no
se aplica al lado posterior del disco. A continuacion se

ataca quimicamente el disco utilizando dcido fluorhidrico

para retirar la capa de Oxido 14 y también para eliminar el

dxido situado en el interior del orificio 11. Ia capa de

- mroteceidn fotogrdfica 13a se separa sucesivumente del dis-

co y se aplican nuevos revestimientos de agente de protec-
cidén fotogréfico en ambos lados del disco, Estos revesti-
mientos se impresionan y revelan para formar el orificio apu
lar 15', segin se representa en la figura 2B. El revesti-
miento 13b cubre y protege la superficie de silicio en el

orificio 16' para definir el emisor. El revestimiento 13¢

* cubre y protege todo el lado posterior del disco.

El disco se ataca de nuevo quimicamente con
dcido fluorhidrico para formar el orificio 15' a través del
60xido. A continuvacién se ataca quimicamente el disco con
una mezcla de dcidos fluorhidrico, nitrico y acético, en
solucidn acuosa para formar el hoyuelo 17 (figura 2C), y se
separan del disco los revestimientos 13b y 13c. Ias deméds
fases de la operacién son las mismas que las que se repre-
sentan en la figura 1.

Igualmente, es posible formar el orificio
de emisor en la capa de didxido de silicio 12 al mismo tiem
po que el orificio del hoyuelo. En tal caso, debe situarse
un revestimiento resistente al ataque quimico en ambos la-
dos mientras se prucede al ataque -quimico del hoyuelo. Un

revestimiento de cera puede ser utilizado en el lado pos-
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terior como se ha descrito mds arriba.

El invento puede aplicarse tambidn a la fabri-
cacidn de elementos de transistor hechos por ofras téeni-
cas, y las fases de fabricacidn en las cuales se utiliza wna
capa epitaxial, se representaren la figura 3., IEmpszando
con un disco 50, figura 34, de material semiconduetor dota—
do de un tipo de conductividad deseado en el colector de wn
transistor, por ¢jemplo de tipo N, ¥ que ha gido preparado
por métodos bien conocidos, se forma una capa de moterial
51 de conductividad opuesta (por ejemplo %ipo P) en el dig
co por métodos epitaxiales bien conocidos. Ia capa cpita-
xial proporcionard la porcién de base de los elementos de
trangistor terminados y puede tener aproximadamente un es=
pesor de 25 micrones. A continuaciodn se somste el disco a

un tratamiento muy parecido sl que se describe en lz figura

1, fases B, ¢, D, E y F, salvo que la mayoria de las pro-

fundidades de ataque quimico y de difusién no son tan impa
tantes porgue la capa epitaxial 51 es relativamente fina y
une difusién profundes daria lugar a que el material de impu
reza se difuse a través de la capa epitaxial., Ia difusidn
del material de impureza en el lado del diSC0.0puﬂStO a la
capa epitexial se hace para formar wuna regidn de baja re-
sistividad en el disco la cual facilita la formacidn del
contacto dhmico con esta superficie,

Segin se representa en la figura 3A, las peli-
culas de didxido de silicio 52 y 53 se forman en la super-
ficie descubierta de la capa epitaxial y la superficie pog—
terior del disco respectivamente. Por medio de métodos
bien conocidos de utilizacidn de agente de proteccidn foto-

grifico y de ataque quimico, se aplica unz mdscara resis-
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tente al ataque quimico 54 sobre la capa de Oxido 52. Se
forma por ataque quimico wm orificio 55 a través de la capa
de 6xido 52 para formar el emisor del elemento de transis-
tor., Un orificio anular 56, figura 3B, se forma por ataque
quimico a través de la capa de 6xido 52 con el objeto de
formar ulteriormente el hoyuelo 57, figura 3C. Cuando el
hoyuelo 57 ha sido grabado en la capa epitaxial 51, se pro-
tege el orificio de emisor 55 contra la solucién de ataque
quimico por medio de una mdscars resistente al ataque quimi
co 54a (figura 3B). Después de aplicar la mdscara 54z a la
capa epitaxial, se aplica la mdscara 54b sobre toda la ca-
re pogterior del disco. La profundidad y la anchura del
hoyuslo 57 varian de acuerdo con las caracteristicas parti-
culares deseadas para el transistor. Alzunos valores que
han sido utilizados consisten en una profundidad igual apro

ximadamente a la mitad del espesor de la capa epitaxial 51

*y wna anchura igual aproximadamente a cinco veces esta pro-

fundidad. ‘

Ia figura 3C representa el pre~depdsito 58
formado en el hoyuelo 57 y en el orificio de emisor 55 con
un material de impureza de una conductividad opuesta a la
de la capa epitaxial 51, por ejemplo del tipo N, Se repre-
senta igualmente un pre-depdsito 58a en el lado posterior
del disco con el mismo material de impureza que en 58, Ia
impureza 58a no se utiliza para formar una unidn sino que
se aplica pars me jorar la formacidn del contacto Shmico con
el lado posterior del disco segin se ha indicado mds arri-
ba,

Ia figura 3D representa el disco después de que

la impureza 58 y 58a pre-depositada haya difusado en el dis
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co hasta una profundidad predeterminada sometiéndola & un
calentamiento en el horno. ILa regidn de impureza 58 en el
hoyuelo 57 se une con la superficie del disco 50 que cons—
tituye la porcidn de colector del elemento del transistor.
Esta conexidén hace que la unidn de colector con la super-
ficie descubierta de la capa epitaxial 51 se situe debajo.
de la capa de pasivacidn 52. Por tante, la unifn base-co-
lector 61 se sitlz en la misma superficie que la wibn ba-
se-emisor 62, y ambas uniones estdén protegidas contra la
contaminacidén por meterias extralins por medio de la capa
pagivada 52. Se representa igualmenteAuna porcidn 59 de
material P+, Esta regidn se aplica de la misma manera que
la que se ha indicado mds arriba con relacién a la poreidn

26, figura 1P.
Ia figura 3E representa un elemento de tran~-

gistor Unico que ha sido separado del disco y montado sobre

un elemento conductor adecuado, de la manera descrita mds
arriba en la figura 1G.

Ia estructura de la figura 3 puede también ob-
tenerse mediante difusidén de wna capa en un substrato y a
continuacidn cortando o esmerilando el substrato de modo
que lz capa 51 sea 1z poreidn no difusa del substrato y la
capa 50 sea la porcién difusa. Ias restantes fases de la
figura 3 pueden ser realizadas de la maners descrita.

Aungue sco han descerito wws modos de realiza-

" eibn particulares del procedimiento y de la unidad, es evi-

dente que pueden realizarse modificaclones en ellos. Una
modificacidn evidente consistiria en hacer transistores PNP

por el mismo prosedimiento. ZIZIsto pusde hacerss sizplemente

invirtiendo los tipos de conductividad del material inicilal
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y de los agentes de difusién en el proceso descrito mds arri
ba. Se observard también que los dibujos dé esta descrip-
cidén no estdn a esczla y que se han realizado algunas sim-
plificaciones. Por ejemplo, las capas de Gxido normalmen-
te deben ser mds gruesas durante las fazes de difusidn, pe-
ro estorno ha sido representzdo. F£E1 bxido se formerd en
las superficies dentro de los orificios de la mdscara du-
rante las fases de difusidn si se utiliza unz atmésfera oxi
dante.

En resumen: Lz Patente de Inbroicedifngie se 50~
licita deberd recazer sobre las siguientes

REIVIIMDICACIONES

1. liétodo para fabricar un transistor que in-

cluye las fases que consisten en: utilizar un elemento se—

miconductor dotado de una primera capa de un tipo de cone
ductividad y una seazunda capa adyasconte del ftipo de conduc-

- . T4
¢ wmascara de difusion en

fory

tividad opuesto, formar una capa isc

la superficie expuesta de dicha primerz capa que tlenc en
ella un primer agujcro para definir wma rezlén de emisor
para un transistor y que tiene un segundo agujero anular al
rededor de dicho primer agujero parza definir la superficie
v la geometria de una rezidn de colesctor de wn transistor,
atacar quimicamente de manera selcctiva el waterial de di-
cha primera capa debajo de dicho segundo agzujero en dicha
capa de mdscara para formar Gebajo de ella wna depresidn en
forma de hoyuelo que se cxtiende en dicha primera capa has-
ta una profundidad predeterminsda, y difusar simultdnea-
mente wna impureza de dicho tipo de conductividad opuesto
en dicha primera capa, simulidnecmente a trovés de ambos

primero y segundo agujeros de dicha capa de ndscars para for
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mar en dicha primera capa una regidn de emisor debajo de di
cho primer agujero, y una porcidn difusa en dicha depresidn
en forma de hoyuelo que se extiende hasta dicha segunda capa,
¥y que conjuntamente con dicha segunda capa forma una regidn
de colector, constituyendo el materizl situndo entre dicha
regién de emisor y dicha regidn de colector, la regidn de
base de un transistor,

2.~ Se reivindica por 0lbtimo como objeto sobre el
que ha de recaer la patente de introduccibn que se solicita:
METODO PARA FABRICAR UN TRANSISTOR.

Todo conforme queda deserito y reivindicado en la
presente memoria descriptiva que consta de diecisiete pAginas

mecanografiadas y dibujos que se acompaiian,

Madrid, 18 octubre 1,974
BERNARIO UNGRTIA

A
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